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MEMORIA DESCRIPTIVA
de una PATENTE DE INVENCION & favor de:
E.W. BLISS COMPANY, de nacionalidad es
tadoﬁnidenseé domiciliada en 215 Second
Street, NoW., CANTON; Ohio; Usa; por
WMECANISMO CERAMICO DE MEMORIA".

Esta invencidn se refiere a la técnica de mecanismos
cerémicds de "memoria" y, mds particularmente, a un mecanismo
forroeldotrico de "memoria" mejorado y no destructivo.

La invencidn es ﬁarticularmente aplicable a un meca
nismo de "pmemoria" biestable en el que el proceso de "lectura"
de la informacién binaria slmacenada no es destructivo y serd
descrita con particular referencia al mismo, si bien, como 8e
apreciard, presenta aplicaciones nds amplias, pudiendo, por ejem
plo, utilizarse en circuitos binarios, circuitos de contador en
anillo, registros de desplazamiento, etc;

Existe una considerable demanda‘en el terreno de las

computadoras, as{ como en otros campos afines, de un elemento

memorizador de cémodo acceso y no destructivo, relativamente
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econdmico. Bl elemento memorizador de fécll acceso comunmente

" utilizedo es el nicleo ferromagnético ordinario. Las técnicas

de produccidn de micleos ferromegndticos requieren por lo ge-
neral el bobinado de cierto nfmero de arrollamientos de alam-

bre fino en torno a los micleos. Por tanto, tales micleos no

‘estén sometidos a la técnica de produccidén en serie, y asi pues,

resultan caros de producir;

Una de las principales desventajas de un mecanismo
oomputador en el que se utllicen nucleos ferromagnétlcos es la
de que el proceso de “1ectura" de 1a 1nform301on almacenada es
destructivo; es de01r, que durante el proceso de "lectura" se

borra la informaclon binaria almacenada. Por 10 general, Sln en.

4bargo, para poder "leexr" repetidamente la informacidn almacena

da, se utilizan clrcultos adlclonales, a f1n de "escribir" de
nuevo, autométlcamente, la 1nformaclon. Esto, naturalmente, 1li
mita el tiempo minimo necesario para "leer" la informacién almg
cenada, durante los ciclos repetidos de “1;otura“-nuevo regis
tro. Por otra parte, los nicleos ferromaénéticos‘generan poten
ciales de salida de voltaje relativamente bejo, es decir, si-
tuados en la zona de los milivoltios. Ello requiere un circui-
to amplificador'para-que la sefial -del potencial de salida pro-
cedente del nﬁéieO‘pueda usarse para accionar un circuito ade-
cuado de pasos para una computadora. Los micleos ferromagndti-
cos son también sensibles a campos'de flujo magnético errante,
asi: como a la radiacidén nuclear. Por consiguiente, los circui-
tos de-memoria por nicleos ferromagnético se limiten & aplica~-
ciones en las ghe el nicleo no quede expuesto a campos magnéti
cos perdidos, ni a ningdn tipo de radiacidén nuclear. Otra limi
tacidn en I aplicacidn de los nicleos ferromagnéticos estriba

en que son sensibles a las variaciones de temperatura. Los cir
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cuitos de. memoria en los que se utilizen tales nécleos se hacen
funcionar normalmente en habitaciones con aire acondicionado a
temperaturas ambientes estabilizadas, cuyas desviaciones no ex-
ceden de + 209'centigradps._>'

A fin de vencer estas limitaciones inherentes al uso
de nicleos ferromagnéticos, se ha concedido una considerable
atencidn en los ﬁltimos afios a la aplicacidén de materiales ce-'
rdmicos en la industria de las méquinas computadoras. En parti
culer, se ha dirigido esta atencidén a la utilizacibn de las ca-
racteristicas electrostrictivas, piezoeldéctricas y ferroeldctri
cas halladas en muchos de estos materiales. Los dispositivos fe
rroeléctricos de almacenamiento o capacidadeé, comprenden mate-
riales dieléctricos_que dependen de la polarizacién’interna y
no de la carga superficial, para el almacenamiento. de informe-
cién..Conocidos_son algunos de estos materiales, como el tita-
nato de bario, la sal de Rochela, el niobato de potasio y el
dxido de plomo-circoniotitanio, Estos materiales pgeden prepa-~

rarse en forma de simples cristales o cerfémica, sobre los que

. pueden aplicarse revestimientos conductores para proporcionar

terminales. Las capacidades ferroeléctricas ofrecen dos estados
estables de bolarizacién similares en ciertp,modo a los estados
estables de rémanencia de los materiales magnéticos,cuapdo:son
sometidos a campos eldctricos de polaridades opuestas Yy, en con
secuencia; se ‘adaptan fdcilmente para ser utilizadas como ele=~
méntos binarios de almacenamiento. Como elemento de almacens=
miento, estos materiales muestran caracteristicas que los hacen
utilizables dentro de més»amplios limites de ?emperatura»qgé-
Jos nlcleos ferromagnéticos y se han revelado, por ejemplo,
ﬁtilizablea dentro de unos limités de =552 centigrados a 1002

centigrados. Otra caractefistica de las capacidades o.condensa
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dores.ferroeléctficos es la propiedad;o caracteristica piezoe-
léctrica,'deAcambiar de dimensiones enfresPuesta a los potencia
les que se aplican a través de los terminales del condensador,.
e, inversamente, de'prqducir un diferencial de voltaje entre
los terminales en respuesta a las presiones mecdnicas ejercidas
enfre ias caras opuestas del condensador.

" Un mecanismo de "memoria" que -comprende condensadores
férroeléctricos, conocido éctualmeﬁte, presenta la forma del -
descrito en la patente de EE.UU. a nombre de D. R. Young, n®
2.782.39%;_Este mecanismo comprende un par de placas de conéqg
sador ferroeléctrico sensiblemente planas; una de ellas sirve
como placa accionadora y la otra como placa de “"memoria". Las
dos placas se unen entre si mecénicamente, en r;lacién~£aréle-
la de superposicidén mediante un dispositivo de sustentacién que
ejerce una fuerza eldstica sobre las placas, de,tal modo que
los esfuerzos de traccidn que actéan en una direceién vertical
mente a los planos definidos por ambas placas, pero no lateral
mente respecto & los mismos;"pueden transferirse de la placa ac
cionedora a la placa de "memoria". La placa accionadora se pola
riza previamente de modoipermaneﬁte'y la placa de "“memoria" se
polariza ya sea negativamente; ya positivanmente po; aplica;ién
de un ﬁotencial electrico entre sus superficies planas opuestas,
con lo que almacenard informacidn binaria, es decir, polarizada
negativa o positivamente;~0uando se aplica una sefial de "lectu-
ra" a la placa accionadora; sus dimensiones cambian,,ejeiciendo
un; fuerza sobre la placa de "“memoria" en direcciones vertice=-
les respecto a su plano; de modo Qué ia placa de "memoria" desa
rrolld una sefial de salida que depende de. su esta&o,de,poigri—
zacidn. No obstante, la placd de "memoria" no responde a los

cambios que.se produzcan en las dimensiones laterales de la pla
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ca de accionamiento, ya que ambas placas no son restringidas en

direcciones laterales, sino que se hallen simplemente fijadas
entre si en disposicibén eldstica, bajo fuerzas que actian en
direcciones verticales respecto a losvplanos definidos por las
dos placas. La sefial de salida obtenide desde la placa de memo-
ria, debida él empuje vertical, toma la fofma de una seifial de
paso, de voltaje de corriente alterna, qué.empieza con un impul
so fuerte, el cual oscila un poco y decae después rdpidamente.
Es dificil detectar por esta seflal si es indicadora de una pla-
ca de. "memoria" polarizada con'signo positivo o con signo nega-
tivo. for otra&parte, el4sector utilizable, esto es, el sector
de impulso fuerte, de la sefial de potencial de salida es muy
corto. de duracién ¥y no corresponde a la duracién del’'voltaje de
la sefial de "lectura" apliceda a la placa accionadora. Se ha
visto asimisﬁo que ei voltaje de salida quedaba en los 1imites
de los milivoltios, prebisando por tanto un circuito amplifi-
cador para poder utilizar la sefial con fines de éccionamiento
de un circuito de pasos en una computadorae.

La presente invencién afecta a un mecanismo cerdmico

de "memoria", perfeccionado, en el que se utilizan capacidades

o condensadores ferroeléctricos, en los que el voltaje de sefial

de salida obtenido es suficientemente fuerte para no reqyerir-
se circuitos amplificadores para poner en accidn circuitos de
pasos en una computadora, y en los que el voltaje de potencial
de salida es de naturaleza distintiva, es decir, un.voltaje de
corriente continua positivo ovnegativo, por lo gque puede deteg
tarse fécilmente. A ‘

- Con arreglo a la presente invencidn, el mecanismo
cerdmico de "memoria", perfeccionedo, comprende una plaga fe-

rroeléctrica de "memoria" que presenta una superficie; un medio

- -
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de accionamiento, tal como una placa plezoeléctrlca, fijado a
la superficie de la placa;de "memoria" de tal modo, ya sea por
epoxi, ya por fusidn térmica, que aplica un esfuerzo mecénico

sobre la placa de "wemoria" en direcciones . tanto laterales co-

mo perpendicular Vrespecté.a su superficie; y medios para ob-

tener voltajes de salida desde la placa de “"memoria", generados
como resultadoé de tales cargas. ) )

| De acuerdo con otro aspecto‘de la presente invencidn,
gse fijd una placa ferroeléctrloa de "memoria" 2 una placa accio

nadora que posee caracteristicas plezoeléctrlcas, revistiéndose

'la estructura compuesta.con un medio amortiguador, tal como epo

x1, ‘a. fin de amortiguar la tendencia de la estructura a vibrar

en respuesta al voltaae de "lectura" aplicaedo a la placa accio~
nadora, por lo que el voltage de sallda~obten1do a. partir de la'
placa de "memorie’ es una sefial de voltaje de corrieﬁfe continua,

amortigua&a, de un cardcter distintivo que representa el estado

" de polarizacidn de la placa de "memoria".

‘Conforme .2 otro aspec%o nés de la presente invencidn,
diremos que la place de "memoria" y la placg accionadors estdn
ligadas entre si por epoii o fusién térmica, devmodo que:la pla
ca de “memoria" sufriré'carggs mecénicas tanto lateral como per
pendicﬁlarmenté respecto a su plano cuando.se apliqge un volta-
je de "lectura" a la placa accionadora{ con lo cual, el voltaje
de salida obtenido a partir de la placa de "memoria" serd un .
voltaje distintivo, de corriente continua, ée una pSlaridad re

presentativa de la polaridad de la placa de "memoria" polari-~

zada, y de una duracidn que es, précticamente, la misme del vol

taje de "lecturd’aplicado.

-~

Otro aspecto mas de la presente invencidn es el de

que la estructura compuesta, de placa de "memoria'~placae accio -
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nadora, va montada, ya sea mediante un enlace epoxi, ya median

te fusidn t&rmica, sobre un medio de dispersidn acustica, a fin

- de absorber la energia acistica y, con ello, reducir al minimo

la tendencia del voltaje de la seflal de salida obtenido a par-
tir de la placa de "memoria" a presentar un cardcter oscilato-

rio.-

Otro de los aspectos de 1la presente invencién es el

~de que una pluralldad de placas de memoria van llgadas, ya sea

por epox1, ya por fusién térmlca, a gna placa accionadora comin,
de modo que una pulsacidn de‘voltage de "1eotura‘1nterrogat1va"
aplicade a la placa accionadora dard comé resultado que se degé
rrolle un voltaje distintivo de potencial de salida, en las pla
cas de "memoria", indicador del estado de polarizacién de las
placas ée "memoéia“.

Estos y otros objetos y ventajas de la invencidn se
evidenciardn por le descripcidn que sigue ge las formas prefe-
rentes de realizacidén del invento; conside;adas en conexién con
los planos que se acompafian, en los cuales: o

La figura 1 es una vista en perspectiva, parcialmen-
te en seccién, que representa la construccién de una forma es-
tructural de la invencién;

La figure 2 es una vista seccional que i;ustra une se
gunda forma de reallzaclon del invento; |

La figura 3 es una ilustracidén e3quematica de la reg

lizacidn del invento representada en la figura 1, junto con cir

cuitos asociados para polarizar la placa accionadora;

Las figures 44 y 4B son ilustraciones esquemdticas,
similares a la de la figura 3, junto con circuitos asociados
para polarizar la"placa de "memoria";

Las figuras 54y 5B son ilustraciones esquendticas,
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similares a las de la figura'3, junto con circuitos asociados
para aplicar voltajes de "lectura" a la>plca accionadora y ob-
tener voltajes de salida ée la.pléca de “"memoria';
i . La figura 6 ilustra formas de Sn@a de ;oltaje frente
al tiempo 6orrespondiente a los voltajes de "lectura" aplicados
y-a los voltajes de salida desarrollados, seéﬁn 1la ilustracién
esquemdtica de la figura 5a;

~ La figura ﬁ ilustra formas de onda'de voltaje frente
al tiempo Eorrespondiente a ios voltajes de Wlectura" aplicados
y & los voltajes de salida desarrollados, seéﬁn la iiusﬁracién
eayggmética que aparece en la figura 5B;

La figura 8 ilustra formas de onda de voltaje frente
al tiempo dorrespondiente al voltaje de “lectura" aplicadoAy
los voltajes de potencial de salida en e;fado es%acionario, con
y sin amortigﬁacién;

La figura 9 muestra formas de onda de voltaje frente
al tiempo correspondiente al voltaje de ﬁlectﬁra" aplicado y a
las voltajes de salida_transitorios,.conﬁy.sin a&ortiguacién,
producidos en respuesté; L

La figura 10 es wna ﬁista'en alzado de otra forma de
realizacién del invento ‘utilizando las estructuras representa-
das en la figura 1; ‘

La figura ll es ﬁna,vista en.planta, tomada a lo lar
go de las 1ineas 11-11, mirando en la direccién-de las flechas
de la £igura 10; ’ ‘

~ La figura 12 es una ilustracién esquemitica de otra
forma estrﬁctural de la invencidn, junfo con los circuitos asg
clados, .y ) _ o '

La figura 13 es una vista en perspectiva, parcialmen

te en seccidn, que representa la forma-de realizaci6n preferen

, te del invento.
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Con referencia a continuacién a los dibujos, cuyas
representagipnes tienen la finalidad de ilustrar formas prefe
rentes de la invencién tan solo, y no la dé limitar la misma, -
diremos que la figura 1 representas un mecanisme cerdmico.de
"memoria" 10, que, en'general, comprende una .placa de "memoria"
i2 y una-placa accionadora l4. La placa de "memoria" e;té conga
trulda en material ferroeléctrico, tal como titanato de bario,
Sal de Rochela, niobato potdsico u éxido de plomowcirconio-ti
tanio, por ejemplo. De preferencia, sin embargo, la placa de
"memoria" 12 se consfruye en 6xido de plomo=-circonio-titanio,
ior ser iécil‘de polarizar. La placa accionadora 14 puede cong
truirse en cualquier clasé de moterial que cambie de dimensio-
nes al ser aplicada una sefial eléctrica, tal pér ejemplo como
un material magnetostrictivo que al serle aplicada una corrien
te experimenta cambios en sus dimensiones fisicas. De preferen
cia, sin embargo, la placa. accionadora 14 es de un ﬁaterial fe
rroeléctrico de‘caractepisticas piezoe;éctricas,'tal como 91 
éxido de plomo-circonio-titanio. Como véremos a continuacidn,
la placa accionadora l4.gueda permanentemente polarizada y, por
ende, no necesita construirse en materiales fécilmente.polari-
zables, tales como el éxido de plomo=-circonio-titanio. Se ha -
observado un funcionamiento satisfactorio en los dispositivos
cerédmicos de "memoria" construidos con arreglo a le invencidn,
tanto si la piaoa de éccionamiento y la placa de "memoria® es
taban hechas en idéntico material, como si eran d; materi;les
diferentes.

Como se ha representado. en la figura 1, las placas
}2 y 14 son, en situacidn libre de.carga, aproximademente pla-
nas. Las superficies sﬁperior e”inferiorlde cada placa estén .

revestidas de.material conductor 16, tal como la plata.-Confqg
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me al 1nvento, las placas 12 y 14 van fijadas entre si por ‘
e;emplo ligadas con un epoxi 18, de mpdo gue los planos defi
nidos por las dos placas'quedan en relagién~paralela‘sobrepueg
ta. Bl epoxi 18, de acuerdo con la estrictura dg’la invencién
representada en la figura 1, es, de preferencia, un epoxi con
ducto:, tal como una Soldadura de plata epoxi, de modo que la
superficie inferior de la placa 12 y la superficie superior de
la placa 14 quedan en relacidn condﬁctora. Un hilo conductor
20 presenta uno de sus extremos embebido en el epoxi conductor
18. Un hilo conductor 22 va fijé¢o eléctricamente a la super—
ficie superior de la placa 12 por medio de una soldadura de pla
ta epoxi 24. Similarmente, un hilo conductor 26 va fijado eléc
tricemente a la superficie inferior de la placa 14 mediante una
soldadura de plata epqxi 28. Aﬂemés, con arréglo a la presente
invencidn, la estructura compuesta va revestida con un material
de disper51on acistica 30, tal como epoxi.‘ v ‘

_ Con referen01a a contlnuaclon a la flgura 2, vemos
équi otra forma estructurel de la invencién que es szmllar a la
representada en la figura 1, y por ello, se han empleado idén~
ticas referencias para identificar componenteé similares. En -
esta forma de realizacién; la placa 12 se sobrepone & 'la pla=-
ca 14 'y ambas placas se hallan fiaadas entre si por un epoxi
no conductor 32, en lugar del ep011 conductor 18 de la- forma :
de realizacion representada en la figura l. Para propor01onar
terminales eléctriéos, el conductor 20 posee dos ramificacio-
nes 34 y 36 conectadas eléctricamente a las placas 12 y 14,
respectivamente mediante unas conexiones en soldedura de plaba
epoxi 38 y 40. ‘ n

Con referencla a contlnuacl6n a las figurae 3 a 5,

diremos que la forma estructurel de la 1nven016n, segin se ha
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representado en la figura'l,}esté ilustrada aqui esquemdtica-
mente, junto con los cifcuitos asociados destinados a polari-
zar la placa de accionamiento, aplicar la informacidn binaria
que se trata de almacenar en la placa de’"memoria", e interro
gar al dispositivo de "memo;ia"; Se han u%ilizadogidénticas re

ferencias para identificar componentes similares.

POLARIZACION DE LA PLACA ACCIONADORA

La primera fase»preparatoria para el funcionamiento
del mecaniémo»de memoria 10 es la de polarizar permanentemente
le placa éccionadpra 14. Esto_se logra'imprimiendo un campo -~
eldctrico a través del material cerdmico mediante aplicacidén
de un voltaje de corriente continue por los conductores 20 y 264
El voltaje necesario para la polarizacién es funcidn del mate-

rial cerémico utilizado, el grueso de la placa accionadora y la

“temperatura smbiente. El material fe:roeléctrico utilizado en

la construccién de una estructura objeto de la invgncién re-
quiere aproximadamente unavcorrigpte continuaAﬁe 25 vbltiQS'por
milimetro de espesor a la temperatura_ambiente, para logra; la
polarizacién. La polaridad de lg polérizacién devla placa accio
nadorg es arbitraria, pgfo deberd ser estable Pare un sistema
dado. Conforme a la figura 3, la placa accionadora 14 se pola-
rize permanentemente conectando el conductor 20 a una fuente
de voltgje B4, tal como una corriente continua positiva de 200
voitios, mediante un interruptor apropiado.42 y conectando el
conductor 26 a tierra G mediante un‘interruptor apropiado 44.
De este modo, la placa accionadora 14 quedard polarizada segin

ia direccidn de las flechas 45 que aparecen en la figura 3.
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APLICACION DE INFORMACION BINARIA

La fase siguiente preparatoria del funcionamiento
del mecaniémo cerdmico de "memoria®™ 10 consiste en aplicar la

informacidn binaria que ha de almacenarse, a la placa de memo

ria 12. La informacién binaria toma le farma o bien de un vol

taje de corriente continua bositivo (sefial "1"), o bien de un
voltaje de corriente continua negativo (sefiel "O"). La aplica
cién de informacidn binaria a la place de "memoria" 12 se rea
liza por la polarizacidn de la placa de "m;moria" ;ediante apli
cacién de un voltaje de corriente continﬁa.entrealps hilos con
ductores 20 y 22. En la figura 44, se aplica una sefial "1" a
la placa de "“memoria" 12 mediante coneiién de un hilo-can&uc-

tor 22 a una»fuente de suministro de voltaje B+ a travéds de un

interruptor adecuado 48, y mediante la conexidn de un hilo con

‘ductor 20 a tierra G, a través de un interruptor 42. El estado

de polarizacién de la placa de "memoria" 12 queda indicado en
la figura 4A por la dirécéién de las flechas 50. Asimismo, la
placa de "memoria" 12 puede almacenar una gefial binaria "O%, .
segin apa;éce en la figura 4B, en la.gugvel_con@uctor.zzﬁe;tﬁ
conectado a tierra G mediante el interruptor 48, y el conduc-.
tor 20 estd conecta@o a la fuente de suministro de voltaje B+
a través del interruptor 42;,Este estado de poiarizaqién de. la
placa de "memoria" 12 se ha indicado por la direccidn de las
flechas 5§ en. la figura 4B. Habiendo ya polarizado permanente
menté a la placa accionadora 14, y aplicedo la informacién bi
naria a la placa de Mmemoria" 12, el mecanismo de "memoria" 10

se hallard en condicidn de procederse a la “interrogacidn".

P -
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MECQNISMO DE "MEMORIA" PARA 'INTERROGAR"

Le "interrogacidén" al mecanismo de "memoria" 10 para
determinar la polaridad de la informacidn binaria almacenads
en la placa de "memoria" 12 se realiza aplicando una pulsacién
de voltaje de "iectura"; de corriente continua, por los hilos
conductoresizony 26. La megnitud del voltaje de "lectura" se
mantiene‘acusadamente_por debajo del umbral del ;Qltaje de po=-
larizacién, es ddcir, el voitaje neceéario para polarizar per—-
menentemente la placa de accionamientq 14, por lo que el proce
so de "lectura" no es destructivo y puede~“interrogarse"indeﬁ;
nidamer-;te el diqusitivg sin necesidad de ;stablecer unn ciclo
automdtico de nueve grabacién, como se requiere normalmente en
los mecanismos de "memoria" con "lectura" destructiva. El con
ductor 20 va conec%ado a tierra é por unqinterruptor 42 y se
aplica una pulsacién de voltaje de "lectura interrogatoria" Vin
al conductor 26 a través del interfuptor‘44. Esta‘pulsacign
de voltaje puede ser del orden de una cprrienteﬂcontinua de 20
voltios, positiva. La aplicacién de la pulsacién de voltaje de
"1egfura“ hace que 1a Placa accionadora 14 ée contraiga o se
dilate en una direccidn que dependerd de su pre-polarizacidn,
el como de la polaridad.dé_la.puisacién de voltaje de "lectu-
ra" aplicada. La direccién de la contraccidn o de la exiansién
serd tanto lateral como perpendicular respecto al plano defi-
nido por la placa 14. Como quiera que la place accionadora 14
va ligada por el epoxi 18 a la placa de "memoria" 12, todo cam
bio en las dimensiones fisicas de la prir;lera oi'iéinaré cambios
correspondientes en las dimensiones_fisicas de la segundae. Cuan

do la placa de "'memoria"ves asi cargada, desarrolla un voltaje

que aparece en ios condactores 20 y 22, siendo la polaridad del

conductor 22 positiva o negativa segin sea el estado o la pre-
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polarizacidn dé la placa de "ﬁemoria", asi como la direccidn.
de la fuerza mecénica, Con :éferencié a la figura 54, diremos
que la aplicacidn de una'pﬁléacién de voltaje positivo Vip al
hilo conductor 26 da como resultado la aparicién de un voltaje
de salida positive en el con&uctor~22 con respecto &l conductor
20. Este voltaje de salida puede aplicarse a un circuito ade~
cuado de potenclal de salida "OUT" a través del 1nterruptor 48.
A31, "1nterrogando" l dlsp051tivo de "memorla“ 10, que almace

na uné sefial binaria "1" con unsa pulsacion de voltage positi-

- vo Vin, se deserrolla un voltaje de salida V,,4 de polaridad

positiva es decir, una sefial "1". Esta funcidn queda ilustrada
por las formas de onda répresén%adas en la figura 6, en la que
dichas ondas del voltaje de salida V,y son de la misma polari-
dad que la del voltaje de "lectura" aplicado Vin

Asimismo, si el mecanlsmo de "memoria" 10 almacena
una sefial binariag “O", segun ilustrado en la flgura 5B, al apli
car la misma pulsacién de voltaje de "lectura" Vi, al conductof
26, el voltage de sallda desarrollado en el conductor 20 serd
un voltaje negativo, esto es, 'Vout° Esta funcidn se ha 11us~
trado mediante la forma de onda jlustrade en la figura 7, en
la que se obéervaré qﬁe la onda del voltaje de salida es de po
larldad negativa, o8 d901r, “Voutr e respuesta a la aplicacién
de la pulsaclon de voltaae de "lectura" positiva V

Como quiera que, de acuerdo con la presente invencidn
1a ‘placa de "memoria" 12 va flgada a la placa de acclonamlento
14, por eJemplo por epox1 18, la placa de "memorla“ 12 serd im
pulsada tanto en dlrecclones laterales como vertical por la ~
placa accionadora 14. La unlon epoxi 31rve para restringir las
cargas o esfuerzos laterales ¥, por ende, la placa de "memoxria"

-~

sufriréd la presién de fuerzas que actuardn lateralmente respec
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to 2 la misma durante un periodo de tiempo determinado por la
durgcién @e.1a pulsaQi6n de #oltaje de "lecturé? aplicade Ve
' Asi,yla duracién de la sefinal de salida &oﬁt5 taﬂtq 8i es po- .
sitiva, esto es, una sefial “ﬁ“,~como si es negativa, es decir,
5; una sefigl "O", se mantiene durante pricticamente el mismo tiem
po. que la iuisaci6n‘vinide voltaje de "lectura" aplicada;‘Esta
funcién se ha ilustredo por las formes de onda de las figuras.
6,y.7, por las que se observard que la duracidn de. las sefiales

de salida 4V, .. ¥ =V es préoticamente.la misma que .la de la

out
10. pulsacidén de voltaje de “"lectura" aplicada Vipe
Se han hecho piuebas sabre un mecanismo de "memoria",
construid¢ conforme a la estructura de la invencién;iiustradaA
en la figura 1, con y sin el revestimiento 30 del material de ..
dispersién acdstica. Los resultados de los. experimentos quedan
15; - ilustrados por las fofmgé de onda de voltaje frente a tiempo
que aparecen en las figuras 8 y 9. Estas formas de onda ilus-
tran al estado permanente y el voltaje transitorio en respuesta
a2 un voltaje aplicado de’"lecturaﬁ vin; La respuesta correspon
diente -a estado permanenté;~segﬁnhse ha indicado més'arriba,~
20. tiene una duracidn que corresponde a la del voltaje de "lectura
aplicado.vin. Cuando el nmecanismo de "memoria" no'esté.;evest; i
do con el material de dispersidn acﬁs%iba 3O,Ael voltaje de sg
lida correspondiente al estado permanente estd representado por
( la forma de onda Vg ilustrada en la figura 8, en la que se ob~.
25, servara que 1a~forma de onda comprende uns cantidad considera-
ble de oscilacién de voltaje. Es este un resultado de las vi=
braciones del mecanismo de "memoria" cuando es pulsado con el
voltaje de "lectura",Vin;AEﬁ'cambio; aplicando un revestimien-
to 30 de diépersiénfaqﬁstica al dispositivo de memoria, la. os-

30. cilacidn se atenda considerablemente, tal como queda ilustrado
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: por 1la forma de onda de volta;e V (amortlguada) de la figu-

ra 8. Desde el pupto de vista de_propor01onar un mecanismo de
memoria de funcionamiento préct;co,‘se apreciaré que una res-
puesta de estado pérmanente,‘con amortiguamiento, es decir, .
una forma de onda de voitaje vy (amortiguado) constituird una
sefial de salida mis Util para un‘circuito'asaciado de "pesos"
que la respuesta Vg de estado permenente sin emortiguar. )
Se llevaron asimismo a efecto pruebas para determi-:
ner la respuesta transitoria & un voltaje aplicado de "lectu-
ra" Vi, con y sin el revestimiento de material de disp;rsién
achstica 30. Los resultados de. esta experimentacién se han,ngu
presentado en las formas de onda ilustradas en la figura 9. La
respuesta transitoria es la salida de voltaje producida en res
puesta a las fuerzas mecénicas que actﬁan sobre la placa de me
moria 12 en una direccién vertical a su plano. Las fue;zas.o
cargas verticales no se~limi£an~a la direccién'iateral, por
lo que la sefial de salida toma la forma de una sefilal de volta-.
je alterno no amortiguado, que comienza cdn un impulso fuerte:
y decae deépués rdpidamente. Se ha representado la'respuesta no
amortiguada por la forma de‘oﬁda Vt de la figura 9, ¥y la res-
puests amortiguada, esto es, con_revestimiéntg 30 aplicado a8l
mecanismo de "memoris", se ha ilustrado con la forma de onde
vy (amortiguaéa). Se épreciaré por las formas de onda)que apli
can&o el reveatimienxo 30 al dispositivo de "memoria", la res~
pueste trensitoria amortiguada Vg (amortlguada) adqulere un ca
rdcter mds distintivo ¥ se detecta més fé01lmente que en el -cg
so de una respuesta transitoria sin amortiguar. Conforme a eg-
ta invencién;}tantq las respuestas correspondientes a estado -
permanente como las transitorias, son sensorizadas y.la forma

de onda de la respuesta no amortiguada toma la fofma de un com
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puesto de formas de onda Vg y_Vt, mientras que la forma de onda

de la respuesta amortiguada toma la forma de un compuesto de

las formes de onda Vg (amortiguade) y V, (amortiguada).

»Con'referencia a continuacidn a las figuras-lO y 11,
diremos que se ha ilustrado aguivotra forma estructural de la
invenciéh(basada en la representada en la figura 1 y, por ello,

se han utilizado idénticgs_referencias para identificar compo

- nentes similares.iEsta.realizacién presenta la forma de una ma

triz de dispositivos de "memoria" en la que existen nueve pla~
cas de "memoria" 12 fijaéasven filés de tres cada una a tres
placas éccionadéras comunes l4a;_14b y l4c en la forma anterior
mente descrita con referencia a la fijacién de la placa de me-
moria 12 a la placa accionadora 14 de la figura l. Las tres pla
cas accionadoras comunes l4a, 14b y l4c van fijadas'a ung pla-
ca de_sustrato relativamente grueso 54 por medio de un enlace

conductor 56, que preferentemente presentard la forma de una

. soldadura de plata eﬁoxi. La~placa 54 puede estar construida

en cualquier clase de material de dispersidn aclstica y, por-
e jemplo, puede estar construida~en naterial ferroeléctrico,
tal como 6xido de plomo-circonio-titanio, si ési se deseas La
finalidad del material de dispersidn actistica es la de absor-
ber y amortiguar las vibraciones .de los elementos. ordenados de
"memoria" cuando-se aplican pﬁlsaciones de voltaje en fo?ma de .
sefiales de "lectura". Alternativamente, o ademls de ello, la. -
propia matriz puede‘ser revestida con un material de disper-.
sidn acﬁética,;tal como un revestimiento epoxi 30 utilizado
con la estructura representada en la figura'l,:Unos conducto~ -
res eldctricos 22a, 22b y 22c¢ van fijados a las placas de me-
moria 12, segin se ve en la figura'l;;~del mismo modo que el

conductor elédctrico 22 va fijado a la placa de "memoria" 12 -en

- ~
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la estructura ilustrada en la figura l. Los conductores 228,
22b y 22¢ sirveﬁ cowo conductores de selida durante la "inte
rrogacién" de la matriz. De manera similar, unos conduc%ores
eléctricoé comunes ZOa; 20b y 20c van fijadgs a las placas ac
cionadoras comunes l4a, 1l4b y l4c, respectivamente, en la mig
ma forma que el cpnductor eléctrico 20 queda fijado a la ple~-

ca accionadora 14 en la estructura representada en la figura

1. Asimismo, unos conductores eléctricos de accionamiento 26e,

26b y 26¢ se hallan fijados’aAlgs superficies inferiores de
las placas accionadoras l4a, 1l4b y l4c en la misma forma que
el conductor eléctricp 26 va fijado a la superficie inferior
de la placa accionadora 14 en la estructura ilustrada en la fi
gura l. o .
tNos referimos ahora a la figura 12, en lé que se ha
representado la forma de realizacién del invento, esquemdtica
mente, segin ilustrado en las figuras 10 y 11, junto con los.
circuitos asociados destinados a alimentar informacidn binaria
para ser almacenade en la matriz de "memoria" y a "interrogar"
a la mismae Segin se répresenta en lé figura“12, uﬁosgconduc-A
tores eléctricos 22a; 22b y 22c¢ van conectados tanto a un re-
gistro'SS de engrada y salida, como a un accionador de "egcrd

tura" o registro 60, conectados entre si mediante conductores

'eléc%ricos 23a, 23b y 23c.. Los conductores eléctricos 26a, 26b

¥ 26¢ se hallan conectados a un accionador de "legtura” y aun
dispositivo interruptor 62, y los conductores §Oa, 20biy 20¢
van conectados a un dispositivo interruptor de "escritura" 64.
El accionador de “lecfu:a“ y diqusitivo conmut;dor 62 y ;l.
interruptor de ?e;gritura; 64 estén,conectados_eléctricamente
por unos,conduc%ores eléé%ricos 66 y 68, respectivamente, a un

mecanismo descodificador 1égico 70, que, a su Vez estd conecta
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do eléctricamente a un-dispositivo de registro de "memoria"

T2

- -

Antes de aplicaf'la informacidn binaria de palabra
a ia_matriz de("memoria";‘ha de conocerse la informacién re-
lativa a la dir;cciénld; la palabra y al contenido de la mis
ma. La informacidén respecto a la direccién se aplica al re-

gisyfo de direccidn de- la “memoria”, 72, y se descodifica la

'inform3016n a contlnuacién por. medio del mecanismo de desco-

dificacién léglco 70. E1 mecanismo 18gico de descodiflcacién
70 desarrolla por su parte una sefial de salida de descodifi-
cador que excita al interruptor de "esgritura“ propiamente

dicho. que‘se enbuentra en el dispositivo 64 de interrupcidn de

: escrltura. A su vez, el dlspos1tivo 1nterruptor de "escrltura“

~

hace volver la carga comun de entrada, esto es, correspondienp

te a los conductores 20a, 20b y 20c, de la cédlula de palgbra

| seleccionada, al ?otenciaIAde tierra. En esta forma de operar

. todos los circuitos de placa accionadora, es decir, los con-

ductores 26a, 26b y 26c, se hallan abiertos en el dispositivo
accionador de "lectura" 62. E1 contenido de la. palabra es apli
cado él regist;ador.BSNde potencial de entrada y salida; y es-
te informacidn binaria es allmentada al accionador de "escri-

tura" 60. E1 accionador de "escritura" 60 aplica a su vez una

. sefial de voltage a todas 1as 1ineas de "blt" (l), esto - es, los

" conductores 22a, 22b y 22c. La polaridad de estas sefiales de

voltaje de entrada es controlada por el registro de potencial

de "entrada 58, es decir, que las sefiales blnarias "1" guedan

-~ -

"escrltas“ o registradas con polaridad positiva e, inversamen-

"te, las senales blnarias "Q" guedan escritas con polaridad ne-

gativa. De esta manera, se aplica el adecuado voltaje de pola-

_rlzaclén a través de las células de "memorla“ comunes a la 14-

-~ . -



<\

Se

10.

15

20.

25.

30,

- 20 = | .:5 25‘55 EB ;7 zi

nea de "bit" y, por tanto, la palabra seleccionada.
" En la operacidén de "lectura" de la matriz; se desco
difica la direccién de 1la palébra»binéria codificada que se tra
ta de "leer" por medio del dispositivo 1ldgico, de descodifice-
cidn 76. Se*desarrolla une sefial ldgica de salida, que sirve pa
ra seleccionar la linea de palabra adecuada mediante excitacion
del interruptor de "lectura" conveniente en el accionador-inte
rfuptor de "1ecturaa ¥y en ei~dispositivo interruptor 62. Este
diSpositivo: por suﬂparte, aplica una pulsacidn~-sefial de volta
je de "lectura" a la placa accionadora elegida l4se, 14b 6 l4c,
por loé conduc%ores 26a, 26b.6 26¢, respectivamente. a.continqg
cién.se aplican voltajes inducidos de salida desde las placas
de memoria correspondientes al registro de potencial de entra-
da-potencial de salida 58 por las 1ineas de "bit", esto es,

los conductores 22a, 22b y.22¢. En esta formé deﬁfuncionamienp
to, los conductores comunes 20a, 20b.y 20c se conectan entre si
y se pasan al potencial de tierra a través del interruptor de
"egcritura 64.

] Con referencia a.continuacidén a la figura 13, dire-
mos que se ha representado aqui la estructura preferente de la
invencidn, que es similar a la ilustrada en la figura 1, y, en
consecuencia, se han utilizado caracteres igueles para identi-
ficar componentes similares. Es de hacer notar que la forma de
fealizacién jlustrada en la figura 13 no incluye el epoxi 18
para unir la placa de "memoria" 12 a la placa de accionamiento
14. En su lugar, las piacas 12-y 14 de la figura 13.estdn uni

das entre si por fusidn térmica. Mis particularmente, el mecg

nismo de memoriaz se construye depositando primero un blogue

amortiguador relativamente grueso 54 de material cerdmico de -

‘dispersién aclstica en estado crudo, es decir, no fundido tér-
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micamente,‘sind en polvq éefémico mezclado con un aglutinante.
De prefefencia; la cerdmica cruda tomé la forma de un éxido de
plomo-circonio-titénio en polvo y cualéu;er aglutinante apfoﬁig
dpique se oxide y queme al ser éaigntédo, como la parafina. Se
aplica a continuécién una caps de haferial bohducfor enAbol§o
15, tal como el 4xido de platlno en polvo, a la superf101e Su~-
perior del b10que 54. Despues se apllca otra capa de materlal
cordmico erudo, de preferencia éxido de plom0701rconio-t1tan10,
sobre el meterial conductor 15 para definir la bléca‘accionado-
ra 1l4. Iuego, otra capa de materlal conductor en polvo 15 es‘
apllcada a la superf101e superlor de la placa 14. ‘Sobre la par-
te superlor "de esta capa de material conductor 15, se aplica
otra capa de material cerdmico en crudo, de preferencia éxido
dé plomo-circoﬁio-titanio, pafé definir la‘pladé“ae "memoria“
12. Se apllca otra capa de materlal conductox en polvo 15 a la
superflcle superior de la placa 12. Flnalmente, se apllca otra
capa relatlvamentevespesa de materlal cerdmico en crudo para de
finir el blodué amortiguador superior 55. Se calienta a conti—
nuaolon egta estructura compuesta hasta una temperatura aprox1—
mada de 2. 400 a 2. SOOQF., suflclente para que se funda el mate-
rlal, con 1o que cadahcapa de materlal quedara flaamente llgada
a la capa de ‘material contlgua e la misma. La unlon resultante
es suf1c1ente para que la placa a001onadora 14 transmlta las |
fuerzas mecdnicas a la placa de i pemorial 12, de modo que estas
fuerzas actuen en direcciones tanto laterales como perpendlcuw
lares respecto a la placa 12. Flnalmente, se flaaran el conduc
tor de potenclal de sallda 22 el conductor comén 20 y el con~
ductor de “1nterrog301on" 26 a 1as tres capas conductoras 15,
por egemplo soldandocnn soldura de plata 17. Los bloques amortl

guadores 54 y 55 son del orden de qulnce Veces mds gruesos que
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las placas 12 § 14, y sirven como medios de dispersidn acﬁéti-
_ La descripcién de 1as estructuras del invento:hé defi
nido la placa de “memorla" 12 ¥y la placa accionadora 14 como
sensiblemente planas, deflnlendo planos dlspuestos en rela016n
sobrepuesta. Es de hacer notar, sin embargo, que las placas no
nece91tan ser planas ni definir planos paralelos. Las placas
pueden ser de conflguraclon geometrlca diferente, tal como es-
feras 1nter10res R4 exteriores o manguitos 0111ndrlcos 1nter10-
res y exterlores, con una placa superpuesta y flJamente unida
a 1a otra placa, mediante epoxi o fusidn térmlca, de modo que
se transmiten las fuerzas de la placa a001onadora a le placa
de "memoria", actuando.ep:dlrecplgnes_tgnto perpendlcglares co
m@ igte;alg% reépecto a‘;a cgnfigu?acién geqmétiéa particﬁlar.

por otra parte, las superficies opuestas de Ja placa de "memo-

ria" 12 y de la placa acc;onadora 14 no pre01san ser planas, si

blen de preferencia serin aprox1madamente planas, dado que am-
bas superflcles han de fijarse entre s1, ya sea uniéndolas con
un cemento, epoxi, fusién térmica, ete. |

Se han hecho pruebas de laboratorio sobre mecanlsmos
de "memorla“ construldos de acuerdo con la presente invencidn.
Estas pruebas han confirmado que el mecanismo de “memorla" fun
ciona satisfactoriamente dentro de unos 1im1tes de temperatu—
ra de aprox1madamente =55 a 1002 C. La degrada016n total del
voltaje de salida obtenlda en esta escala completa de tempera.
$ura ha sido del orden de 4 15 %. Bn 1a prueba, el voltaae de
polarizacidn apllcado fue del orden de 200 voltios para unsa
placa accionadora 14 de un grueso de siete mllimetros. El vol
taje de "lectura" apllcado.v- fue del orden de 20 voltlos dev

corriente continﬁa y el voltaje de salida obtenlﬂo fue del or-
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den de 1 Voltio'con una respuesta transitoria y del orden de

0,6 voltios en un estado permanente. La naturaleza del poten
c1al de salida fue capacitiva y la velocidad de. fun01onamlen
to 8dlo se muestra llmltada por la re31sten01a fisica del mg
terial.cerémlco utilizado, .ya que no se requiere una operacidn
automética’de nuevea "eséritura“ o.registro;,como eg el caso en

-

los nicleos ferromsgndticos. . S )
Si bien .se ha expuesto la invencién.con arreglo a for
mas de ‘realizacibn preferentes, los expertos sabrdn apreciar -
que pueden introducirse diversos cambios en la forma y disposi-
cidén de las partes, ajusténdose.a sus condiciones, sin por ello
salir del espititu y del alcance del invento que queda defini-

do en las reivindicaciones adjuntas.

N 0. T A

Se re1v1ndlca como nuevo y de propia 1nveno16n.

1.~ Mecanismo cerémlco de memoria, caracterlzado por-
que comprende. - A _ v

Una placa ferroeléctrlca de capacidad para almacena-
mlento de memorla que presenta una superflcle, placa que se ha
1la adaptada para ser polar;zada en uno de dos estados estables
medlos de a001onam1ento le&dOS a la 1ndlcada superflcle en tal
forma que transmlten fuerzas mecdnicas a dicha placa en dlrec-
clones tanto talerales como perpendlcular respecto a dlcha SUi=
perflcle, con lo que se efectua un esfuerzo de tr3001on mecénl
ca sobre dlcha placa, y medlos para obtener voltaaes de sali
da desde dlcha placa de memorla en respuesta a fuerzas 1mpart1

das a 1a mlsma por los 1ndlcados medlos de a001onam1ento.
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26~ MEcanlsmo seglin la relvzndlcaclon 1, caracteri-

zado porgue los medios de accionamiento se hallan ligados a la

citada placa de memoxria.

L 3e- Mecanismo segin las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque el medio de enlace en cuestifn es de un
material conductor, con lo que la placa de memoria y los medios
de accionamiento estén_congctados eléctricamente entre si.

4.~ Mecanismo segin las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque los referidos medios de accionamiento mues
tran la caracteristica de que cambian sus dimensiones fisicas ..
en’ respuesta a la aplicacién de una sefial eldctrica aplicada a
los mismos. :

S5e= Mécanismo'segﬁn las-reiﬁindicaciones anteriores,
caracterizado porque los mediés de accionamiento muestran ce-
racteristicas piezoeléctricas. |

6.= Mecanismo segin las reiviﬁdicaciones anteriores,
caracterizado porque el mismo se halla revestido.con un medio
amortiguador.

7.- Mecanismo segiin las reivindicaciones anteriores,

‘caracterizado porque estéd ligado a un medio de dispersidn acis

tica.
8.~ Mecanismo segin las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque los medios de accionamiento consisten en

una placa de material piezoeléctrico que en situacién libre de

" carga es aproxzmadamente plana.

9.~ Mecanismo segun las relv1ndlcac1ones anteriores,
caracterizado porque la indicada placa accionadora estd cons-
truide en material ferroeléctrico habiéndose previsto, medios
para polarizar préviamgnte dicha placa accionadofa, y medioé
para polarizar dicha placa de "memoria® en una de dos situacip

nes estables,
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10.~ Mecanismo segin las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque las placas de memoria y de accionamiento

son aproximadamente planas, definiendo’planOS'dispuestos en re
lacién paralela sobrepuesta y f£ijados. entre s{ en tal forma
que los cambios dimensionalés de la placa accionadora se trans
miten a la placa de memoria medianfe fuerzas que”acfﬁan en di--
recciones tanto lateral como perpendicular respect0~al‘piano |
definido por la placa de "memorias" hebiéndose previsto medios
pare aplicar a la placa accionadora una pulsacién de voltaje
de "lectura interrogente". .- '
: 1l.- MecaniSmoFsegdn'las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque la estructura constituida por placa de
memoria y placa accionadora;»esté revestida con epoxis

12,- Mecanismo segin las reivindicaciones anteriores,
caracterizado pbrqqe el conjﬁnto de la place de memoria y la
placa accionadora va ligado a un medio de.dispersién acistica.

13.~ Mecanismo segin las reivindicaciones anteriores,
caracferizado porque una pluralidad de las placas de memoria se
hallan fijadas a la placa de accionamiento, de modo que esta .
placa.de“accionamiento-sirVé como placa accionadora comin para
tranemitir fuerzas a la pluralidad de placas de memoria.

14+=- Mecanismo segin las. reivindicaciones anteriores,
caracterlzado porque comprende una pluralidad de placas -de ac-
cionamiento . comin, cada una de: las cuales posee una "pluralidad
de placas de memoria fijadas a:le mismaj dlspos;t;cos indivi-
duales de circuito de salida, cada uno--de los cuales conecta -
entre -si una de las placas de "memoria" con cada una de dicha
pIuialidad~de placas acciﬁﬁadofas comuﬁes; y medios para apli-

car selectivamente pulsaciones de voltaje correspondierites a

" una lectura  de signo'interrogativ03 a la citada pluralidad de:
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placas accionadoras comunesS.’

~ .'15.~ Mecanismo segﬁn“ lgs reivindicaciones. anteriores,
cargctexfizado 'porque;a-.plura;idgd d.g plécas_ de. accionamiento
comin ven: ligadas. cada una a un bloque de dis@ersié?nacﬁsti.ca.
16:~ MECANISUO CERAMICO DE MEMORIA.
R ‘f_l.‘al' 'Q‘Qmo".s'e describe y réiﬁindiéa on la presente Me-
zﬁbfia Deéci;’iptiva ciué consta de veintiseis hojas escritas a ma

quina por una sola cara y de sus correspondientes dibujos.

U Maaria, 20 BN %P
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